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Abstract (Aim, Use
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鉄鋼2次精錬炉で主に用いられるMgO-Cr2O3れんがは焼結による反応生成物が強度
を担うと考えられており、焼成過程で形成されるクロムスピネル(MgCr2O4, 以下2
次スピネル)の分布形態がれんがの強度に強く影響を与えるとされる。特に2次スピ
ネルとペリクレース(MgO)の接合界面の結晶方位関係や異相の有無が界面強度に影
響を与えると考えられる。一方でこれらの接合界面について詳細に研究した例はな
い。本課題では高分解能TEMを用いてペリクレースと2次スピネル界面の粒界構造
を明らかにし、強度などの特性との関係解明を目指す。

実験
Experimental

観察試料として1800℃以上で焼成したMgO-Cr2O3れんがの研磨試料を用意し、事
前にEBSDで顕微組織の結晶方位MAPを取得した。方位MAP中の2次スピネルとペ
リクレースの接合界面で両者の結晶方位差が小さい(10度以内)界面及び方位差が大
きい(10度以上)界面を選び、FIBを用いて薄膜試料を切り出した。薄膜試料の観察
にはJEM-ARM200CFを用い、界面のTEM/STEM観察及びEDS分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

EBSDにて結晶方位のずれが10度以下であった接合界面から取得したHAADF-STEM
像を図1に示す。結晶方位のずれが10度以下の場合，2次スピネルとペリクレース
の界面を挟んで原子配列が揃っており，直接接合していることが確認された。また
その際は界面に異相は見られなかった。以上より，2次スピネルとペリクレースの
結晶方位のずれが小さいと直接結合を形成しやすいことが示唆された。
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図１ 結晶のずれが10度以下の界面から取得したHAADF-STEM像
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